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An experimenta1 study has been made of thennal ni仕idationof GaAs(lll)B 
substrates in NIl3 flow and MOCVD grow出 ofInN on the nitrided substrates. 
Surface of GaAs(lll)B is伺 sily凶仕idedat a temperature higher than 500 oc and a 
s泊gle-crystallineGaN layer is fonned as a result of the ni凶dation. A GaN layer 
has zincblende s仕ucturewhen it is fonned at ~ 650 oC and wurtzite one when 
fonned at ~ 850 oC. Using MOCVD method， a single-crysta1line InN film is grown 
on the nitrided GaAs(l11)B surface. Crys凶1s仕uctureof InN films grown on 
GaAs(111)B wi白 azincblende GaN layer is changed企omzincblende to wurtzite 
when the thickness of InN film is incr回 sedfrom 0.05 to 0.2μm， while only wurtzite 
InN is grown on the subs凶 teswi出 awurtzite GaN layer independent1y of白efilm 
thickness. An InN film grown on ni仕idedGaAs(l11)B has a excellent surface 
morphology compared wi白白atgrown on a sapphire subs回te. This is mainly due 
to that a columnar fibrous s仕ucture，which is出eorigin for the rough surface of InN 
films on鈍pphire，is not found in the films on GaAs(ll1)B. These results show 













のInNの単結晶薄膜成長には、 RFプラズマ4)やECR(Electron Cyclotron Resonance)プラズマ 5)
































磨を施した。 GaAsの窒化処理は NH3気流(3l/min)中で温度 500'"'-'9000C、10'"'-'60分間、 0.1気
圧の減圧下で、行った。 InNの成長は温度 5000C、15'"'-'60分間、 0.1気圧の減圧下で、行った。 InN膜
窒化処理層および InN成長膜の評価には XPS(X-ray 
X線回折
は約 0.2μmの厚さに成長させた。
Photoelectron Spectroscopy)， RHEED (Reflection High Energy Electron Diffraction)， 
(e -2 e法)， SEM (Scanning Electron Microscope)， AFM(Atomic Force Microscope)を用いた。
3.実験結果
3.1 GaAs(111)B基板表面の窒化処理














































































閃亜鉛鉱構造の GaNの格子定数として報告さ 7500C 8500C 
れている値6)(4.52:iO.05A)にほぼ一致するこ 図4.窒化 GaAs(lll)B基板のRHEEDバター
とがわかった。一方、窒化温度 8500Cにおいて ン (electronbeam /GaAs[OlI]) 
はウノレツ鉱構造の GaNが形成されていることがわかる。窒化温度 7500Cではぼやけた RHEEDパ
ターンが得られ、この付近の温度で結品構造が閃亜鉛鉱構造からウノレツ鉱構造へと変化していると
考えられる。
図5は、 窒化時間 10分一定で、窒化処理を行った GaAs(lll)B基板表面を AFMによって観察し
た結果である。この結果より、少なくとも窒化温度 6500C付近までは表面荒れのない GaN層が形
成されていることがわかる。処理表面の凹凸は窒化温度の上昇とともに増大することがわかる。










図6 900't、 10分の窒化処理を施した GaAs(lll)B基板のSEM観察結果
3.2窒化処理した GaAs(111)B基板上へのInNのMOCVD成長
前節では GaAs(lll)B基板の窒化処理結果について述べた。本節では、 この窒化処理 した
GaAs(lll)B基板上へのInNの MOCVD成長を行い成長膜の結晶構造やモフォロジの評価を行っ
た結果について述べる o




GaAs(lll)B基板の場合 InNの膜厚約 0.05μmでは閃亜鉛鉱構造のパターンであり、約 0.2μmで
はウルツ鉱構造のパターンが観察される。一方、 α-Alz03(000 1)基板上のInN膜に対しては、 膜厚
による結晶構造の変化はみられず、常にウノレツ鉱構造のパターンが得られた。さらに
膜厚 0.05μm 膜厚 0.2μm 膜厚 0.2μm
GaAs(lll)B基板上のInN膜 α-Alz03基抜上の InN膜
electron beam//GaAs[O 11] electron beam//α-Alz03[10IO] 
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図 10.650'Cおよび900'Cで窒化処理した
GaAs(lll)B基板上の InN膜の X線回折結果
図 11は、 6500Cの窒化処理を行った GaAs(lll)B基板上に成長させた InN膜表面の AFM観察
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